
R ISO150

双方向デュアル･デジタル絶縁カプラ

特　長
●  高性能フォトカプラの置き換え

●  データ･レート：80M Baud (標準)

●  低消費電力：25mW/ch (最大)

●  2つの双方向チャンネル、ユーザによるプロ　
　グラミング可能

●  局部放電試験：2400Vrms

●  沿面距離：16.5mm(DIP)

●  チャンネル当りのコストが低い

●  パッケージ：プラスチックDIPおよびSOP

アプリケーション
●  A/D、D/A変換時のデジタル絶縁

●  絶縁型UARTインターフェース

●  多重データ伝送

●  パラレル/シリアル絶縁インターフェース

●  テスト装置

●  コンピュータ周辺用インターフェース

●  絶縁型ライン･レシーバ

●  グランド･ループの除去

概　要
ISO150 は2つのチャンネルで構成され、標準 80MBaud

のデータ伝送速度を可能とする高耐圧なデジタル絶縁カプ
ラです。各チャンネルは、個々にデータの伝送方向をプロ
グラムすることができます。
データは 0.4pFの高耐圧な容量性バリアを介し、差動形

式のパルスで伝送されます。受信回路はパルスを標準のロ
ジックレベルに復調させます。この差動による伝送方式
は、1.6kV/µsまでの絶縁モード過渡電圧を除去します。

ISO150を使用することで、フォトカプラによくある問題
を回避できます。光絶縁されたカプラは高電流パルスを必
要とし、またLEDの経時劣化に備えゆとりを確保しなけれ
ばなりません。
ISO150はBi-CMOS技術で製造されており、チャンネル
当り25mWで動作します。ISO150は24ピンDIPおよび28ピ
ンSOPで供給され、–40℃から85℃での動作範囲が保証さ
れています。
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ISO150AP, AU

パラメータ  条件 最小 標準 最大 単位

絶縁特性

定格電圧、連続 60Hz 1500 Vrms

局部放電、100%テスト済み(1) 1s, 5pC 2400 Vrms

沿面距離(外部)

  　DIP-“P”パッケージ 16 mm

  　SOP-“U”パッケージ 7.2 mm

内部絶縁距離 0.10 mm

絶縁電圧過渡耐量dv/dt(2) 1.6 kV/µs
バリア･インピーダンス >1014‖7 Ω‖pF
リーク電流 240Vrms,60Hz 0.6 µArms

DC特性

ロジック出力電圧“ハイ”VOH IOH = 6mA VS–1 VS V

“ロー”VOL IOL = 6mA 0 0.4 V

ロジック出力短絡電流 ソースまたはシンク 30 mA

ロジック入力電圧“ハイ”(3) 2 VS V

“ロー”(3) 0 0.8 V

ロジック入力容量 5 pF

ロジック入力電流 <1 nA

電源電圧範囲(3) 3 5 5.5 V

電源電流(4)

送信モード DC 0.001 100 µA
　 50M Baud 14 mA

受信モード DC 7.2 10 mA

50M Baud 16 mA

AC特性

データ･レート、最大(5) CL = 50pF 50 80 M Baud

データ･レート、最小 DC

伝搬時間(6) CL = 50pF 20 27 40 ns

伝搬遅延スキュー差(7) CL = 50pF 0.5 2 ns

パルス幅歪(8) CL = 50pF 1.5 6 ns

出力立ち上がり/立ち下がり時間、10%から90% CL = 50pF 9 14 ns

モード切替え時間

受信から送信 13 ns

送信から受信 75 ns

温度範囲

動作範囲 –40 85 ℃

保存 –40 125 ℃

熱抵抗、θJA 75 ℃/W

仕様
特に記述のない限り、TA=+25℃、VS=+5Vです。

注 : (1)すべてのデバイスが1秒間のテストを受けます。合否判定規準は、5pC以上の5つ以上のパルスの有無です。(2)データ･エラーなしで耐えうる、絶縁バリア両端
の電圧変化の割合。(3)各ロジック入力はHCTタイプで、しきい値は約0.4Vのヒステリシスを持った電源電圧の関数となります(本文参照)。(4)サイドAまたはBの2つ
のトランシーバが、示されているモードに設定されたときの測定電源電流。電源電流はデータ･レートによって変化します(代表的性能曲線参照)。(5)データ･レートが0.3/
PWDのときの最大パルス幅歪(PWD)から計算。(6)伝搬時間はVIN=1.5Vを起点とし、VO=2.5Vまでの時間。(7)すべての伝送方向の組合せにおけるチャンネルAとチャ
ンネルBの伝搬時間の差。(8)立ち上がりエッジと立ち下がりエッジの伝達時間の差。

このデータシートに記載されている情報は、信頼し得るものと考えておりますが、不正確な情報や記載漏れ等に関して弊社は責任を負うものではありません。情報の
使用について弊社は責任を負えませんので、各ユーザーの責任において御使用下さい。価格や仕様は予告なしに変更される場合がありますのでご了承下さい。ここに
記載されているいかなる回路についても工業所有権その他の権利またはその実施権を付与したり承諾したりするものではありません。弊社は弊社製品を生命維持に関
する機器またはシステムに使用することを承認しまたは保証するものではありません。
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名称 機能

D1A トランシーバ1Aのデータ入力またはデータ出力。R/T1Aを“ロー”
 にするとD1Aは入力ピンになります。

R/T1A トランシーバ1Aを制御する受信/送信スイッチ。

VSA トランシーバ1Aと2Aを作動させるサイドAの+5V電源ピン。

GB トランシーバ1Bと2Bのグランドピン。

R/T1B トランシーバ1Bを制御する受信/送信スイッチ。

D1B トランシーバ1Bのデータ入力またはデータ出力。R/T1Bを“ロー”
 にするとD1Bは入力ピンになります。

D2B トランシーバ2Bのデータ入力またはデータ出力。R/T2Bを“ロー”
 にするとD2Bは入力ピンになります。

R/T2B トランシーバ2Bを制御する受信/送信スイッチ。

VSB トランシーバ1Bと2Bを作動させるサイドBの+5V電源ピン。

GA トランシーバ1Aと2Aのグランドピン。

R/T2A トランシーバ2Aを制御する受信/送信スイッチ。

D2A トランシーバ2Aのデータ入力またはデータ出力。R/T2Aを“ロー”
 にするとD2Aは入力ピンになります。

絶対最大定格　
保存温度............................................................................ －40℃～+125℃

電源電圧、VS .............................................................................. －0.5～6V

送信器入力電圧、VI ........................................................... －0.5～VS+0.5V

受信器出力電圧、VO .......................................................... －0.5～VS+0.5V

R/TX入力 ............................................................................ －0.5～VS+0.5V

絶縁電圧dV/dt、VISO ..................................................................... 500kV/µs

DXのグランドへの短絡 .......................................................................... 連続

接合部温度、TJ .................................................................................. 175℃

リード温度(10秒間の半田付) ............................................................. 260℃

着座平面の1.6mm下(DIPパッケージ) ................................................ 300℃

ピン配置

  TOP  VIEW DIP

TOP  VIEW SOP

パッケージ情報(1)

モデル パッケージ パッケージ図番号

ISO150AP 24ピン･シングル･ワイドDIP 243-1

ISO150AU 28ピンSOP 217-2

注: (1)詳細図および寸法表は、データシートの巻末を参照して下さい。

ピン構成

　　　静電気放電対策
集積回路はESDによって損傷を受けます。そのため、取扱いに
は十分な注意を払うことをお勧めします。
ESDはわずかな性能の低下から完全なデバイスの故障に至るま
で、様々な損傷を与えます。高精度集積回路はパラメータがわず
かに変動しただけでも提示されている仕様にデバイスが適合しな
くなるため、他のものより損傷を受けやすいと言えます。
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代表的性能曲線
特に記述のない限り、TA=+25℃、VS=+5Vです。

チャンネル当りの電源電流対電源電圧

チャンネル当りの電源電流対温度

正規化立ち上がり/立ち下がり時間対温度

チャンネル当りの消費電力対周波数

標準立ち上がり/立ち下がり時間対容量性負荷
対電源電圧

伝搬遅延対電源電圧
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代表的性能曲線
特に記述のない限り、TA=+25℃、VS=+5Vです。

伝搬遅延対温度 パルス幅歪対温度

ロジック入力しきい値電圧対電源電圧 出力電圧対ロジック入力電圧

絶縁リーク電流対周波数 絶縁電圧対周波数
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TYPICAL INSULATION RESISTANCE vs TEMPERATURE
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代表的性能曲線
特に記述のない限り、TA=+25℃、VS=+5Vです。

絶縁バリア
データは、2つの0.4pFコンデンサを介し正と負の極性が一対と
なった相補ロジック･パルスによって受信器へ伝送されます。これ
らのコンデンサは、外部静電界によるミス･トリガを防止する静電
シールドとともにISO150のパッケージに組み込まれています。
ISO150の絶縁バリアの堅牢性は、部分放電テストによって証
明されています。このテストでは、バリア両端に2400Vrmsの電
圧を1秒間印加して、微小な放電電流がバリア内を流れるかどう
かを測定します。これらの電流パルスはバリア内のイオン化した
部分により発生します。この方式は、バリアを損傷することなく
バリアの堅牢性と寿命を示す最も敏感で信頼性のある指標になり
ます。5pC以上の電流パルスが5つ以上探知されると、テストは
不合格となります。
従来の絶縁バリアのテストでは、定格電圧を大幅に越えた試験
電圧を印加するため、破壊試験につながります。デバイスがこの
テストにパスしても、発見不能なダメージが早期故障原因となる
事があります。

使用上の注意
図1にISO150の基本接続を示します。チャンネル1はサイドBか
らサイドAにデータを送信するよう、チャンネル2はサイドAから
サイドBにデータを送信するように設定されています。4つのトラ
ンシーバの各R/Tピンは、図で示す伝送方向に見合ったロジック
レベルに接続されています。伝送方向はR/Tピンに与えられたロ
ジック信号で制御できます。
チャンネル1とチャンネル2は別々に、要求する伝送方向に制御
することができます。

図1.　基本動作図

注: (1)電源およびサイドAとサイドBのグランドは

分離されています。

(2)推奨バイパス:1nFと並列な0.1µF。
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標準絶縁抵抗対温度
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ロジックレベル

データ･ピンは選択されたモードによってデータ入力または
データ出力の機能をします。ロジック入力は、TTLコンパチブル
なしきい値を持ったCMOS入力です。ロジックしきい値は、5V
の電源では約1.3Vで、約400mVのヒステリシスを持ちます。入力
ロジックしきい値は電源電圧によって変化します。ロジック電圧
一杯にスイングをスイングする信号でロジック入力をドライブし
て下さい。ロジック入力が電源レールの0.5V以内でスイングしな
いと、ISO150の無信号時電流が多少増大します。
受信モードでは、データ出力のファンアウトは標準LS - TTLに
対し15です。またCMOS負荷もドライブすることができ、出力ド
ライブ回路もCMOSとなっています。

電源

絶縁耐圧を確保するため、相互に分離された電源をサイドAと
サイドBに接続して下さい。標準の定格電源電圧は5Vです。動作
は3Vから5.5Vまで拡張できます。電源ラインは絶縁バリアの両側
のデバイス･ピンの近くでバイパスして下さい。
各サイドのVSピンがチャンネル1とチャンネル2のトランシーバ
に電源供給します。各VSピンの電源電流は、電気的仕様で示され
る送信または受信モードの2つのトランシーバの合計値になりま
す。例えば、1つのトランシーバが送信、もう1つのトランシーバ
が受信モードにある電源電流は、送信と受信動作の仕様を平均す
ることによって見積もることができます。電源電流はデータの伝
送速度によって変化します。代表的曲線を参照して下さい。

電源投入および方向切り替え後の状態

ISO150は、入力側データのロジック状態が変化したときにの
みバリアを介して情報を伝送します。データ出力(受信モード)に
設定されたトランシーバに電源を投入すると出力は“ハイ”に初期
化されます。電源投入後に入力側のデータが変化すると、出力は
入力側のデータを適切に反映します。すなわちデータが“ハイ”か
ら“ロー”では出力は“ロー”になり、“ロー”から“ハイ”では出力は
“ハイ”のままです。また、これと同じことが方向切り替え時にも
言えます。方向切り替え直後に、ダミー信号を入れて初期化して
下さい。

データ･エラー

ISO150の差動モードによる信号伝送と適切な受信器の設計
が、絶縁バリア両端の電圧(絶縁モード電圧)の急速な変化に対
し、大きな過渡耐量dv/dtを持つものにします。しかし限界を越
えた絶縁モード電圧の急速な変化はデータ･エラーを引き起こす
ことがあります。絶縁電圧の変化の割合が増すにつれ、データ･
エラーは急激に増えます。1.6kV/µsの絶縁モード過渡では約50％
のISO150でデータ･エラーが発生し始めます。いくつのデバイス
では、この現象は500V/µsでも起こり始めますが、1000Vrmsで
60Hzの一般的な絶縁モード電圧では変化速度は約0.5V/µsと低い
値を持ちます。
雑音の多い絶縁モード電圧での使用は、データ･エラーが生ず
る可能性があるため、パリティ･チェックを行うなどの適切な
データ保護を推奨します。データ･エラーの後に続く入力データ
の変化は、正しい出力データを発生させます。

伝搬遅延およびスキュー差

ロジック遷移はISO150を通し約27ns遅延します。アプリケー
ションによっては、データのスキュー差(チャンネル1とチャンネ
ル2の間の伝搬遅延の差)は問題になります。チャンネル1とチャ
ンネル2の間のスキュー差は2nsよりも小さい値ですが、2つ以上
のISO150を使用するアプリケーションでは、スキュー差に対し
充分なマージンを取って下さい。すべてのデバイスが最小20nsか
ら最大40nsの遅延時間である事をテスト済みなので、20nsが最大
のデバイス間のデータのスキュー差となります。

モード変更

チャンネルの伝送方向は、チャンネルのサイドAとサイドBの
両方のR/Tピンでロジックレベルを反転することによって作動中
に変更することができます。トランシーバが受信モードに設定さ
れてから約75ns後に出力が“ハイ”に初期化され、それに続く入力
データの変化に応答します。

スタンバイ･モード

入力データに変化がないときスタンバイ･モードを使用できま
す。各トランシーバ回路の無信号時電流は、送信モードでは非常
に低くなります(標準1nA)。データ伝送が不要なときの節電は、
サイドAとサイドBの両方のトランシーバを同時に送信モード(ス
タンバイ･モード)にプログラムして下さい。スタンバイ･モード
での両サイドのデータ･ピンは、ハイ･インピーダンスな状態とな
り、スタンバイ･モード中でもどちらかのトランシーバに与えら
れた高速のデータは、無信号時電流を増大させます。

回路レイアウト

ISO150の高速性と絶縁バリアの性能を保持するには、十分に
配慮された回路レイアウトを必要とします。入力および出力デー
タ･ラインには、良好な高速のロジック･レイアウト技術を使用し
て下さい。電源ラインは絶縁バリアの両側のデバイス･ピンの近
くでバイパスし、低インダクタンスの接続を使用して下さい。ま
たグランド･プレーン(ベタアース)の使用をお薦めします。
サイド1とサイド2の回路の間隔は、ISO150のピンの欠けてい
る間隔以上に保って下さい(DIP型では約16mm)。不適切なソ
ケットの使用は絶縁耐圧の低下につながります。
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図2.　絶縁化RS - 485インターフェース
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外観
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